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Тема дисертації:
1. Вплив метастабільних та резонансних домішкових станів на явища переносу в твердих розчинах А3В5 та
А2В6

2. Influence of Metastable and Resonant States on Transport Phenomena in А3В5 and А2В6 Solid Solutions

Реферат:
1. В дисертаційній роботі представлені результати дослідження ролі глибоких сильно гратково-релаксованих
центрів в твердих розчинах AlxGa1-xAs та резонансних рівнів домішкових центрів, які обумовлюють
електронну кореляцію у безщілинних напівпровідниках Hg1-xFеxSe, Hg1-xCoxSe. Як головні в роботі
використовувалися методи гальваномагнітних вимірів при низьких температурах у поєднанні з різними
впливами на зразки, що вивчалися. Виявлено прояв у залишковій фотопровідності вище розташованих
водневоподібних станів, пов'язаних зі вторинними мінімумами зони провідності. Встановлено, що залишкова
фотопровідність може гаситися при прикладанні до кристалу ультразвуку, що підтверджує LLR (великої
граткової релаксації) модель DX-центрів і дає змогу бачити прояв DX0- проміжного стану. Під час
досліджень твердих розчинів Hg1-xFexSe отримані залежності від складу положень екстремумів зон G6 і G8
(у припущенні незалежності від складу кристалу енергії залягання рівнів 3d-електронів Fe відносно енергії



вакууму); кількісно описані залежності концентрації вільних носіїв та їх рухливості від складу. Таким чином,
визначено, що абсолютне положення дна Г8-зони сильно залежить від складу сполуки, на відміну від
уявлень, що використовувалися до обговорюваних досліджень. Отримані дані про сильну залежність ЕГ8(х)
дозволяють заперечити застосовність правила "загального аніону" до досліджуваних кристалів. Показано, що
3d-рівні Со не проявляють себе в кореляційних ефектах, оскільки лежать суттєво нижче рівня Фермі. Оцінка
положення 3d-рівня Со дає, що він розташований не вище, ніж на 20 меВ над дном зони провідності.
Результати дають змогу зробити припущення, що така ж ситуація має місце для домішкових іонів Ni.

2. Effects of deep centers with large lattice relaxation in AlxGa1-xAs solid solutions and resonant levels formed by
impurities in gapless Hg1-xFеxSe, Hg1-xCoxSe semiconductors and transport phenomena have been studied. Low
temperature galvanomagnetic measurements in combination with variety external treatments on the samples
under study have been used as a main experimental technique. Manifestation of effective-mass states of secondary
minima in the persistent photoconductivity related to the DX center in AlxGa1-xAs is observed It was found that
residual photoconductivity can be suppressed under ultrasonics influence and this phenomenon gives the
opportunity to reveal the developing of DX0 intermediate state and can be confirmed by LLC model of DX centers.
Our investigations reveal the composition dependencies of the electron energy spectrum in the Hg1-xFеxSe solid
solution assuming the invariability of the position of the Fe d resonant level in the absolute energy scale; give
quantitative descriptions of the experimentally observed composition dependencies of concentration and mobility
of conduction electrons. The position of the extremum of Г8 band was shown. The result obtained on the ЕГ8(х)
strong dependence enables us to state that the "common anion rule" is not valid for the samples under study. It
was shown that 3d levels of Co in HgSe:Co do not reveal itself in correlation effects as they lay essentially lower
Fermi level. Estimation of 3d position of Co shows that it is revealed not higher than 20 meV above the
conductivity zone bottom. These results allow us to assume the same situation to be expected for Ni dopant ions.
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